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【公開番号】特開2015-216352(P2015-216352A)
【公開日】平成27年12月3日(2015.12.3)
【年通号数】公開・登録公報2015-075
【出願番号】特願2015-17909(P2015-17909)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/10     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   33/00     １３０　
   Ｈ０１Ｌ   33/00     １８６　

【手続補正書】
【提出日】平成30年1月12日(2018.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶基板と、
　ＡｌＮとＧａＮの成分をもつ結晶により作られ、該基板に接して配置され、ｎ型導電層
を含んでいる紫外発光層と、
　該ｎ型導電層上の再結合層と、
　該再結合層上のｐ型導電層と、
　該ｐ型導電層に電気的に接続しているＡｌＮとＧａＮの混晶のｐ型コンタクト層と、
　前記紫外発光層から発せられる放射ＵＶを反射し、該ｐ型コンタクト層に電気的に接続
している反射電極と
　を備えている紫外発光ダイオード。
【請求項２】
　前記ｐ型コンタクト層は、前記放射ＵＶが一度通過する際の前記放射ＵＶに対する透過
率が９０％以上である請求項１に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項３】
　前記透過率が９５％以上である請求項２に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項４】
　前記ｐ型導電層が電子ブロック層をもつものである、請求項１に記載の紫外発光ダイオ
ード。
【請求項５】
　前記電子ブロック層が多重量子障壁構造をもつものである、請求項４に記載の紫外発光
ダイオード。
【請求項６】
　前記ｐ型コンタクト層の材質が、前記放射ＵＶの主要波長に比べ短い波長を組成波長と
してもつものである、請求項１に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項７】
　前記ｐ型コンタクト層の組成ＡｌｘＧａ１－ｘＮにおけるＡｌＮ混晶組成比ｘが、前記
放射ＵＶの主要波長の値をＷ（単位：ｎｍ）として、
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　ｘｍｉｎ＝－０．００６Ｗ＋２．２６
により求まる下限値ｘｍｉｎ以上の値にされている、請求項１に記載の紫外発光ダイオー
ド。
【請求項８】
　前記ＡｌＮ混晶組成比が０．７であり、
　前記放射ＵＶの主要波長の値が２６０ｎｍである、請求項７に記載の紫外発光ダイオー
ド。
【請求項９】
　前記反射電極がＡｌを主成分とする金属膜であり、
　オーミックコンタクトを実現するための挿入金属層が前記ｐ型コンタクト層と前記金属
膜とによって挟むように設けられている請求項１に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項１０】
　前記挿入金属層がＮｉ膜であり５ｎｍより薄くされている請求項９に記載の紫外発光ダ
イオード。
【請求項１１】
　前記挿入金属層がＮｉ膜であり厚みが約１ｎｍである請求項９に記載の紫外発光ダイオ
ード。
【請求項１２】
　前記挿入金属層は、前記ｐ型コンタクト層上に、その一部を覆うように配置されており
、
　前記反射電極は、前記挿入金属層が存在しない位置においては前記ｐ型コンタクト層に
直に接し、前記挿入金属層が存在する位置においては、前記挿入金属層を挟んで前記ｐ型
コンタクト層上に配置されているものである、請求項９に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項１３】
　前記挿入金属層は、前記ｐ型コンタクト層に直に接する位置にＮｉ膜を有する単層また
は複層の金属膜である、請求項１２に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項１４】
　前記ｐ型コンタクト層は、ＡｌＮ混晶組成比の互いに異なる層が積層された多層構造に
なっており、
　これにより、パターン化された前記挿入金属層から前記ｐ型導電層に向かって前記ｐ型
コンタクト層を伝播する正孔が、前記基板面内の向きに拡散される、請求項１２に記載の
紫外発光ダイオード。
【請求項１５】
　パターン化されたｐ型ＧａＮ層をさらに備えており、
　パターン化された該ｐ型ＧａＮ層の少なくとも一部が、多層構造の前記ｐ型コンタクト
層とパターン化された前記挿入金属層との双方に直に接して挟まれているものである、請
求項１４に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項１６】
　追加のバッファー層が設けられており、該バッファー層にボイドが形成されている請求
項１に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項１７】
　前記基板が除去されている請求項１６に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項１８】
　前記放射ＵＶの主要波長が２６０ｎｍ以上２８０ｎｍ以下の範囲のいずれかの波長であ
る請求項１に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項１９】
　前記ｐ型導電層、前記ｐ型コンタクト層のいずれかの前記ＡｌＮとＧａＮの混晶の材質
にさらにインジウムが含まれている請求項１に記載の紫外発光ダイオード。
【請求項２０】
　請求項１に記載の紫外発光ダイオードを紫外線の放出源として備える電気機器。
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【請求項２１】
　前記基板がサファイアおよび窒化アルミニウムのいずれかまたは両方を含む、請求項１
に記載のダイオード。
【請求項２２】
　前記基板上にバッファー層をさらに備える、請求項１に記載のダイオード。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
５－７．変形例７：電気特性の改良
　上述した第２実施形態におけるパターン化された挿入金属層１６０Ｃと多層構造のｐ型
コンタクト層１５０Ｃとを採用する構成のＬＥＤ素子１００Ｃ（図１４（ｂ））では、さ
らに電気特性を改良する変形を行なうことにより実用性をさらに高められる。その変形は
、パターン化したｐ型ＧａＮ層を、多層構造のｐ型コンタクト層とパターン化された挿入
金属層との双方に直に接して挟まれる位置に追加することである。図１９は、一例の構成
のＬＥＤ素子１００Ｄにおいて、パターン化されたｐ型ＧａＮ層１５２を、パターン化さ
れた挿入金属層１６２ＤのＮｉ層と多層構造のｐ型コンタクト層１５０Ｄとの間に配置す
る例を示す拡大断面図である。反射電極１６０Ｄは、パターン化されたｐ型ＧａＮ層１５
２、挿入金属層１６２Ｄを覆い、挿入金属層１６２Ｄもｐ型ＧａＮ層１５２も介さずｐ型
コンタクト層１５０Ｄに直に接する領域Ｒをさらにもつように高い反射率のＡｌ層を形成
することによって完成される。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
　１００、１００Ａ～Ｄ　ＬＥＤ素子（深紫外ＬＥＤ素子）
　１０２　　光取出し面
　１０４　　基板の一方の面
　１１０、１１０Ａ　基板
　１２０、１２０Ｂ　バッファー層
　１３０　　紫外発光層
　１３２　　ｎ型導電層
　１３４　　再結合層
　１３６　　ｐ型導電層
　１３８　　電子ブロック層
　１４０　　第１電極
　１５０　　ｐ型コンタクト層
　１５０Ａ　ｐ型コンタクト層（高透過性）
　１５０Ｂ　ｐ型コンタクト層（バルクｐ型ＡｌＧａＮ）
　１５０Ｃ　ｐ型コンタクト層（多層型）
　１５２　　ｐ型ＧａＮ層（パターン化されたもの）
　１６０　　反射電極
　１６０Ａ　反射電極（高反射性）
　１６０Ｂ～Ｄ、　反射電極（高反射性、Ａｌ）
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　１６２　　挿入金属層
　１６２Ｂ～Ｄ　挿入金属層（パターン化されたもの）


	header
	written-amendment

